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Dispositivo Detector Semiconductor de Particulas lonizantes

Este dispositivo semiconductor resistente a la radiacion se integra en tecnologia de fabricacion CMOS estandar. Actla
como un pixel activo en detectores de imagenes. Es capaz de capturar imagenes detectando particulas cargadas con
energias en el rango de | a 10 KeV. Su funcionamiento se basa en medir la carga electrostatica generada en un
condensador cuando es irradiado por radiacion. Utiliza condensadores MiM disponibles en procesos CMOS estandar.
El dispositivo puede detectar y medir tanto el sigho como las variaciones de la carga inducida en un electrodo metalico
flotante. La distribucion en forma de pixeles, permite medir la distribucion espacial del flujo de radiacion ionizante.

Se oferta la licencia de Ia patente

Pixel detector de particulas ionizantes resistente a la radiacion y
compatible con procesos de fabricacion CMOS estandar

Los Detectores Semiconductores Pixelados (DSPs) son herramientas
esenciales para capturar imagenes de particulas ionizantes en un amplio
rango de energias. Cada pixel realiza dos tareas: sensar la radiacion y
amplificar/transmitir la sefal resultante. Sin embargo, esta parte electronica
puede danarse por la misma radiacion que detecta.

Las técnicas de tolerancia a la radiacion mas significativas conllevan
numerosas desventajas que el innovador dispositivo propuesto supera.
Emplea un electrodo metdlico flotante que recolecta cargas tanto por
particulas absorbidas como por electrones secundarios generados por la
radiacion. Ademas, para un control preciso y mayor rango de deteccion,
utiliza condensadores en paralelo al amplificador para ajustar la ganancia al
superar un umbral especifico. Este enfoque supera la linealidad en Ila
conversion radiacion-senal de los detectores comunes, como los
fotodiodos.

La gran ventaja es que utilizan elementos compatibles con los procesos
CMOS estandar de integracion planar, lo que reduce costes y el ruido no
deseado originado en la fabricacion. Con este método, también se minimiza
la variabilidad entre dispositivos, lo que garantiza un rendimiento mas
homogéneo.

Principales aplicaciones y ventajas

Vista superior del pixel. Se observan varios
condensadores conectados en paralelo y 30
distribuidos centrados alrededor del
condensador de realimentacion

= Fabricacion Sencilla: Permite crear detectores semiconductores (DSPs)
robustos a la radiacion usando tecnologias CMOS estandar planares. No
necesita tecnologias de integracion vertical mas costosas.

* Flexibilidad de Energia: Funciona bien con arquitecturas DVS, ajustando
automaticamente su energia segin la carga detectada, para mayor
eficiencia.

» Proteccion Metdlica: Un electrodo con capa metdlica disminuye fugas
eléctricas, disipa calor y resiste la radiacion. Incluso puede operar en
vacio. La circuiteria se coloca debajo del electrodo y queda apantallada.

» Amplificacion Efectiva: Genera electrones secundarios que aumentan la
senal detectada, mejorando su sensibilidad.

= Deteccion Eficiente y Precisa: Su diseno de baja capacitancia reduce la
sensibilidad a la temperatura y al proceso de fabricacién. Esto disminuye
el ruido y mejora la calidad de la senal.
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